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※概要（Summary）： 

 ナノポスト／ホール構造の形成されたメタルをマス

クにして、サファイア基板をエッチングし、サファイ

ア表面にアスペクト１〜２のナノ周期構造を作製す

る。 

※実験（Experimental）： 

【利用した主な装置】 

・ICPドライエッチング装置 

・走査電子顕微鏡（SEM） 

 【実験方法】 

インプリントリソグラフィとリフトオフ技術によ

りサファイア基板上に形成された Ni ナノポスト／ホ

ールアレイをマスクとして、ICPドライエッチング装

置を用いてサファイア基板にパタン転写した。エッチ

ング時間と基板温度を主なパラメータとして加工し

た後、SEMによる形状観察を実施した。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 BCl3と Cl2の混合ガスを用い、基板温度 200℃、５

分間 ICPエッチングすることにより、図１に示したよ

うな台形形状に近いサファイアポストアレイが実現

できた。 

 

 

図 1 サファイアポストアレイ 

  

ポスト形成と同様の混合ガスと基板温度を用い、13分間、

ICPエッチング条件を行い、図２に示したようなサファ

イアホールアレイ構造を実現した。 

 

図 2 サファイアホールアレイ 

  

今回のサファイア表面加工の結果は紫外 LED の光り取

り出し効率の向上が期待できるものであった。 

 

※その他・特記事項（Others）： 

 今回得られたナノポスト／ナノホール構造を持つサ

ファイア基板上に AlGaN系の LEDを作製し、発光効率

の向上を確かめる。 
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